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１．概要（Summary） 

ガラス基板上へのm オーダ金属配線の形成を目的と

し、スパッタリング装置および露光装置を利用した。スパッ

タリングによってガラスウェハ上にPd単膜を成膜し、フォト

リソグラフィーで配線加工を行った。Pd 単膜ではガラス基

板との密着性が低い事が問題であったが、成膜前の基板

クリーニング(逆スパッタ)を十分に行うことでプロセスに耐

えるだけの密着性が得られた。 

なお、ナノテクノロジープラットフォームでは現像プロセ

スまでを実施し、エッチングは実施していない。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

スパッタ装置(芝浦)、スピンコーター、クリーンオーブン、

反転露光用全面 UV照射装置、マスクレス露光装置 

【実験方法】 

基板はソーダライムガラスウェハを用いた。スパッタ装

置投入前の洗浄工程は特に行わなかった。 

 スパッタ装置(芝浦)により Pd 膜の成膜を行った。プロセ

スチャンバーの到達真空度は、2.0-3.0×10-4 [Pa]程度

であった。成膜条件は以下の通り。 

 

プロセスガス Ar流量 10 [sccm] 

RF power  200 [W] 

逆スパッタによる基板洗浄 0-5 min. 

成膜時間  Pd 40 sec.  

（膜厚 20 nm狙い） 

 

 次にポジ型フォトレジストをスピンコートで成膜した。膜

厚は～1 m とした。105℃で 10 分間プリベークし、上述

の露光装置で所定の時間露光した。105℃10 分間の

PEB処理の後、2.38 %TMAHで現像を行った。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

触針式段差計によって膜厚を評価した。Pd 層の膜厚

は 20 nm±10 %に収まっており、ねらい通りの膜厚が得

られた。また、逆スパッタによる基板洗浄時間を 0 min., 3 

min., 5 min.と振ると、0 min.サンプルおよび 3 min.サン

プルではレジスト現像時に膜剥離が生じたが、5 min.サン

プルでは剥離は見られなかった。従って、十分な基板クリ

ーニングを行うことで膜密着性の問題を解決可能である。

Fig. 1 は作製したレジストパターンである。ラインアンドス

ペース 5 m / 10 mで作製したサンプルを例として挙げ

た。なお、著者所属組織において金属膜のエッチングを

実施し、問題なく配線加工が可能であることを確認した。 

 

Fig. 1 A developed resist pattern with L/S = 5 m / 

10 m. 
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